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измерений. В процессе окисление при нагреве протекают реакции, 
активность которых была рассчитана для температуры 800˚C: 

Si  +  C  =  SiC  –  66,33 кДж/моль, 
Si  +  О2  =  SiО2 –  944,62 кДж/моль, 
С + О2 =  2СО – 260,3 кДж/моль 
Анализ термодинамических показателей процессов протекания 

реакций при окислении алмаза с покрытием (Si+C/C-алмаз) пок ал, что 
наибол  
защиты  Al 
(Al 3). При температуре 800  давления  возможность 
обр

ть алмаза с покрытием к 
процессу графитации (стоек до 1000˚C). 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРО
ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ ПРИ ОКИСЛЕНИИ АЛМАЗА С 

ТИЕМ (SI+C/C-А
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с к разработке карбидокремниевых материалов, содержа
ей структуре нанопоры или наноразмерные частицы размерами до 100 

нм, связан с возможностью использования их для сорбции и хранения 
биологически активных веществ, создания новых источников тока 
(суперконденсаторов), эмитторов  и других изделий микро –  и 
оптоэлектроники. Композиты на снове карбида кремния и упрочняющих 
ультрадисперсных а мазов (УДА) позволяю  получить материал с 
повышенными ми при обработке ысоким давлением  1. 

Сопротивление окислению исследовали 

аз
ее активно протекают реакции окисления кремния. Поэтому для
 кремния о окисления применяли тонкопленочное покрытие из

˚C и при отсутствие2О
азования карбида кремния на воздухе невелика. Образование слоя из 

карбида кремния за счет реакции кремния и углерода проводили в 
усл виях вакуумного нагрева. Оценивали стойкосо
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